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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置的製造方法，包括：
提供基板，其中該基板具有摻雜區域；

在該基板的該摻雜區域中形成第一凹槽；

在該第一凹槽中共形地形成第一介電層；

在該第一凹槽中及該第一介電層上共形地形成第一阻障層；

在該第一凹槽中及該第一阻障層上填充第一導電結構；

將該第一導電結構部分移除，以形成第二凹槽；

在該第一導電結構上與該第二凹槽中形成第二阻障層；

在該第二凹槽中及該第二阻障層上共形地形成第二介電層，其中該第一介電層與該第二

介電層形成厚度往上增加的閘極介電結構；以及

在該第二凹槽中及該第二介電層上填充第二導電結構。

2.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第二導電結構的功函數小於該第一導電結構的功函
數。

3.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第一介電層環繞該第二介電層，且該第一介電層側
向接觸該第二介電層。

4.　如請求項 1所述之製造方法，進一步包括：
將該第二導電結構部分移除，以形成第三凹槽；以及

在該第三凹槽中填充絕緣帽蓋。

5.　如請求項 1所述之製造方法，進一步包括：
將該第二導電結構部分移除，以形成第三凹槽；

在該第三凹槽中共形地形成第三介電層；以及

在該第三凹槽中及該第三介電層上填充絕緣帽蓋。

6.　如請求項 5所述之製造方法，其中該第二介電層側向接觸該第三介電層。
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7.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第一介電層與該第二介電層形成厚度往上增加的閘
極介電結構。

8.　如請求項 7所述之製造方法，其中在形成該第二阻障層之後，該第一介電層的內壁為階
梯形。

9.　如請求項 1所述之製造方法，其中在該第一導電結構上形成第二阻障層進一步包括：
共形地在該第二凹槽中形成阻障結構；以及

橫向移除該阻障結構的上側壁部，以形成該第二阻障層。

10.   如請求項 1所述之製造方法，其中在該第一導電結構上形成第二阻障層進一步包括：
共形地在該第二凹槽中形成阻障結構；

橫向移除該阻障結構的上側壁部，以形成該第二阻障層；以及

橫向減薄該第一介電層的上側壁部。

11.   如請求項 1所述之製造方法，其中該第一介電層包括底部和上側壁部，該上側壁部位於
該底部之上，其中該第一介電層的該上側壁部的厚度小於該第一介電層的該底部的厚度。

12.   如請求項 1所述之製造方法，其中該第一介電層是由臨場蒸氣產生製程所製造，而第二
介電層是由原子層沉積製程所製造。

13.   一種半導體裝置，包括：
基板，包括源極區及汲極區；

第一導電結構，位於該源極區及該汲極區之間；

第二導電結構，位於該第一導電結構上；

閘極介電結構，包含：

第一介電層，環繞該第一導電結構及該第二導電結構；以及

第二介電層，部分位於該第一導電結構和第二導電結構之間，且該第二介電層環繞該第

二導電結構，其中該第一介電層更側向接觸該第二介電層，且該閘極介電結構的厚度往

上增加；

第一阻障層，位於該第一導電結構及該第一介電層之間；以及

第二阻障層，位於該第一導電結構及該第二介電層之間。

14.   如請求項 13的半導體裝置，其中該第二導電結構的功函數小於該第一導電結構的功函
數。

15.   如請求項 13的半導體裝置，更包括第三介電層，其中該第三介電層位於該第二導電結構
上。

16.   如請求項 13的半導體裝置，更包括：
第三介電層，位於該第二導電結構上；以及

絕緣帽蓋，其中該第三介電層環繞該絕緣帽蓋，且該第三介電層部分位於該第二導電結

構及該絕緣帽蓋之間。

17.   如請求項 15或 16的半導體裝置，其中該第二介電層更側向接觸該第三介電層。
18.   如請求項 15或 16的半導體裝置，其中該第三介電層具有 U形截面。
19.   如請求項 13的半導體裝置，其中該第一介電層的內壁為階梯形。
圖式簡單說明

為達成上述的優點和特徵，將參考實施方式對上述簡要描述的原理進行更具體的闡釋，

而具體實施方式被展現在附圖中。這些附圖僅例示性地描述本發明，因此不限制發明的範

圍。通過附圖，將清楚解釋本發明的原理，且附加的特徵和細節將被完整描述，其中：

第 1圖繪示為本發明一些實施方式中，半導體裝置的製造方法的流程圖；以及
第 2圖至第 11圖繪示第 1圖中製造方法的各個步驟的示意圖。
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